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【はじめに】二次元物質のヘテロ積層構造は、原子スケールでフラットな接合界面を構築できる

ため、光電子物性やデバイス開拓の観点から広く研究が

進められている。本研究において対象とする遷移金属ダ

イカルコゲナイド(TMDC)においても、ヘテロ積層構造の

形成が多数報告されている。我々は、これまでに単一の

TMDC 薄膜において、分子接面による光電子状態の変調

について研究を進めてきた。特に、ベンジルバイオロゲン

(BV)分子においては、高濃度電子注入に伴う半導体から

金属的な挙動への転移が確認されている。ただし、BV分

子は直接ターゲットとなる TMDC 薄膜へ接合をするた

め、表面におけるキャリアの散乱源となる可能性がある。

本研究では、ヘテロ積層化させた WSe2/MoS2構造を用い

て、WSe2を介した MoS2への分子による変調について検

討を行い、併せてWSe2と MoS2に由来する光学特性の変

化について調べたので報告をする。 

【実験方法及び結果】BV分子種を過去の文献を元に調整

した[1]。作製した BV分子の電子注入能を調べるために、

Si/SiO2基板上に機械的剝離した単層の MoS2およびWSe2

上へ、スピンコート法により堆積させた。フォトルミネッ

センス(PL)測定を行ったところ、MoS2 および WSe2 とも

に発光強度の減少と低エネルギー側へのピーク位置のシ

フトを確認し、BV 分子による電子注入を確認した (Fig. 

1）。Fig. 2 にドライトランスファー法を用いて作製した

WSe2/MoS2ヘテロ積層構造を示す。図中の aの領域にお

いて、上面にWSe2を有するヘテロ構造が確認され、BV

分子による電子注入を進めている。 

【まとめ】MoS2およびWSe2への BV分子による電子注

入を PL 測定から確認をした。さらにドライトランスフ

ァー法を用いてWSe2/MoS2ヘテロ積層構造を作製した。

当日は、作製したヘテロ構造への電子注入についても詳

細を議論させて頂く。 

【参考文献】[1] D. Kiriya et al., J. Am. Chem. Soc. 2014, 

136, 7853. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Photoluminescence spectra of (a) 

monolayer MoS2, (b) monolayer WSe2 

before and after the BV treatment. 
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Fig. 2 Optical microscope image after dry 

transfer. (a. WSe2/MoS2 hetero bilayer, 

b. monolayer MoS2, c. monolayer WSe2) 
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